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 本研究では、新物質であるスピネル型酸化

物MnTi2-xVxO4の物性の研究[1], [2]と、同じく新
物質である層状構造酸化物 SrVxGa12-xO19 と

Ba2Sn2ZnGa10-xVxO22の物性研究[3]を行ったが、
以下ではその中の層状構造酸化物 SrVxGa12-xO19

の系について述べる。 
 層状構造酸化物 SrCr8Ga4O19は 2次元的なス
ピネル構造の層をもつ物質として知られてい

る。このスピネル構造の部分に磁性イオンであ

る Cr3+が入り、反強磁性相互作用が働く。600K
程の高いワイス温度の絶対値を持つが、最低温

まででは磁性転移は観測されていない。また、

100K よりも低温における磁気比熱のエントロ
ピーが、Cr3+イオンの S=3/2のスピンから期待さ
れる値よりも 50%程小さい。この事から
SrCr8Ga4O19 では 100K よりも高温側で spin 
singlet が組まれているのではないかと言われて
いる。この層状構造 SrCr8Ga4O19のスピネル部分

の Cr3+イオンの代わりに、3重縮退した t2g軌道

に 2個の電子が入った V3+イオンが入る時、軌道

自由度に由来する新しい物理現象が起こる可能

性がある。 
 本研究ではこの層状構造物質の新物質である

SrVxGa12-xO19 を作製する事に成功し、この物質

の物性を調べた。 
 図 1 は磁化の測定結果である。磁化の測定結
果から、SrV8Ga4O19 (x=8)のワイス温度の絶対値
は SrCr8Ga4O19 よりも大きく、900K程の大きな
値を示している。 
 図 2 に示すように、SrVxGa12-xO19の比熱には

低温に向かって増加する山が観測される。スピ

ネル層の V3+イオンの量（xの値)が増えるほど、
低温における比熱の山は小さくなる。また、12K
以下の SrV8Ga4O19 (x=8)のスピンエントロピー
の値は SrCr8Ga4O19 の値の 25%程度でさらに小
さい。 
 比熱の山は、スピンがフラストレーションの

ために秩序化できず、低温においてスピンエン

トロピーの吐出しが起こっているために観測さ

れる。そのため、V3+イオンの量が多い方が、エ

ントロピーの吐き出しは増加するはずである。

しかし、Vイオンの量（xの値）が増えるにつれ
て、低温の比熱の増加が小さくなるという事は、

フラストレートしたスピンが実効的に減ってい

るという事になる。この事は、スピネル層の V

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

      図１ SrVxGa12-xO19の磁化 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      図２ SrVxGa12-xO19の比熱 
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イオンが増えるにつれて、spin singlet が組まれ
る割合が増えるためだと考えられる。 

 
 

 


